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OBJETIVOS GERAIS

Propiciar aos alunos conhecimentos basicos relativos aos processos de projeto e fabricagdo de circuitos
integrados, bem como com respeito as principais técnicas e ferramentas para layout e simulagdo dos referidos
circuitos. Sera dada énfase a tecnologia CMOS.

METODOLOGIA

Parte Tedrica: aulas expositivas, instrugao programada, slides.

Parte Pratica: exercicios, projeto e montagem VLSI com CAD.

CRITERIO DE AVALIACAO
Provas escritas, confecgéo e defesa de projetos, trabalhos extra-classe.
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PROGRAMA

1 — Transistores de Efeito de Campo - FET

1.2 — Transistor de Efeito de Campo de Jungéao — JFET

1.2 — Transistor de Efeito de Campo com semicondutor de éxido métalico — MOSFET
1.3 — Caracteristicas Elétricas dos FET

2 — Portas Logicas Basicas com MOSFET ( NMOS e CMOS )

2,1 — Negacao ( NOT)

22—-NaoE(NAND)e E(AND)

2.3-NaoOU (NOR)e OU (OR)

3 — Tecnologia de Fabricacao de Circuitos Integrados

4.1 — Circuitos Integrados

4.2 — Técinica Planar

4.3 — Ciclo 0 (projeto do circuito, mascaras e laminas de silicio)

4.4 — Ciclo 1 (oxidacao, fotolitografia, corrogéo, dopagem, epitaxia e metalizacao)
4.5 — Ciclo 2 (separacao dos chips, soldagem e encapsulamento)

4 — Projeto de Circuitos Integrados Digitais — VLSI

2.1 — Nivel Funcional (diagrama de blocos)

2.2 — Nivel Logico (portas logicas: NAND, NOR entre outras)

2.3 — Nivel dos Transistores (portas légicas implementadas com transistores)
2.4 — Nivel de Layout (mascaras)

5 — Cl's Semidedicados ( ASICS ) e Linguagem Descritiva de Maquina ( HDL )
5.1 — Introdugéo

5.2 — VHDL e Verilog

5.3 — Projeto usando CAD




